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Uklad linearyzacji charakterystyk wyjéciowych tranzystora polowego

Przedmiotem wynalazku jest uklad linearyzacji charakterystyk wyjéciowych tranzystora polowego,
znajdujgqcy zastosowanie w techaice pomiaréw elektrycznych, zwlaszcza jako rezystor sterowany napigciem.

Z artykulu A. Bilotti, pt. .Operation of a MOS transistor as a variable resistor”, opublikowanego w
czasopifmie Proc. IEEE, 54/1966, s. 1093, znany jest uklad lincaryzacji charakterystyk wyjéciowych tranzy-
stora polowego, skiadajgcy si¢ z dwoch rezystoréw, przy czym jeden rezystor jest wigczony migdzy dren a
bramk¢ tranzystora, a drugi — miedzy bramkg tranzystora a jeden z zaciskéw wejiciowych ukiadu. Drugi
zacisk wejiciowy ukiadu jest polaczony ze Zrédiem tranzystora, natomiast napi¢ciem wyjsciowym ukiadu jest
napi¢cic na kanale dren-irédio tranzystora polowego. Petla ujemnego sprz¢zenia zwrotnego, utworzona
przez rezystory i fczyca dren tranzystora z wejciem ukiadu, umozliwia uzyskanie quasidiniowych charakte-
rystyk wyjéciowych ukiadu w ograniczonym obszarze. Ograniczenie to jest powodowane skoficzong wartos-
cig rezystancji kanalu dren-zrédio tranzystora, co wplywa na ograniczenie zakresu zastosowai tranzystora
polowego jako rezystora sterowanego napig¢ciem.

Istota wynalazku polega na wyposaicniu znancgo ukiadu we wzmacniacz operacyjny, ktory jest
wiaczony migedzy dren tranzystora polowego a rezystory. Nicodwracajgce wejscie wzmacniacza operacyjnego
jest polaczone z drenem tranzystora, a wyjécie i odwracajgce wejcie wzmacniacza sg poigczone z rezystorem.

Ukiad wedlug wynalazku eliminujc wplyw rezystancji kanatu dren-rédio tranzystora polowego na
dziatanie petli ujemnego sprz¢zenia zwrotnego, dzigki czemu nast¢puje kilkakrotne zwigkszenie obszaru
liniowodci charakterystyk wyjéciowych. .

Przedmiot wynalazku jest objaniony w przykiadzie wykonania na rysunku, na kt6rym fig. 1 przedsta
wia schemat ideowy ukiadu linearyzacji charakterystyk wyjéciowych tranzystora polowego, a fig. 2— wykres
bled6w nicliniowodci charakterystyk wyjsciowych dla napi¢¢ wejciowych ukiadu -2Vi-2V.

Przyktadowy ukiad wedlug wynalazku skiada si¢ z operacyjnego wzmacniacza 1, ktrdego wyjécie i
nieodwracajgce wejécic s3 polaczone poprzez rezystor 2 z drugim rezystorem 3 i z bramkq polowego
tranzystora 4. Nieodwracajgce wejécic operacyjnego wzmacniacza 1 jest poigczone z drenem polowego
tranzystora 4, a Zrédlo tranzystora 4 jest polgczone z uziemionym punktem ukiadu. Wejiciowe napigciec U
jest doprowadzane mi¢dzy drugi rezystor 3 a 2rédio tranzystora 4, natomiast wyjéciowe napigcie ukladu jest
napi¢ciem Upspanujacym na kanale dren-Zrédio tranzystora 4. Operacyjny wzmacniacz 1speinia w ukladzie
rol¢ transformatora rezystancji, przenoszac potencjal drenu tranzystora 4 na pierwszy rezystor 2. Przy
pomijalnic malej rezystancji wyjciowej wzmacniacza 1, w poréwnaniu z rezystancjy picrwszego



2 121083

rezystora 2, wyjsciowe napigcie Upswraz z wejéciowym napigciem U jest dzielone na rezystorowym dzielniku,
utworzonym przez rezystory 2. 3, dajac napigcie Ugsna kanale bramka-zrodio, sterujace polowy tranzystor 4.
W przykladowym ukladzie rezystancja rezystoré6w 2, 3 wynosi 10 kilooméw, wzmocnienie wzmacniacza 1
wynosi 10°. Przy zastosowaniu tranzystora polowego 2N 3922, uzyskano biedyv nieliniowosci 8R., charaktery-
styk wyjsciowvch ukladu, ktérych wykres przedstawia linia ciggla na fig. 2 Linia przerywana na fig. 2
przedstawia wykres blgdow nieliniowosc charakterystyk wyjsciowych znanego ukiadu, w ktérym rezystan-
cja petli sprzezenia zwrotnego wynosi 2 megaomy. Z wykreséw tych wynika, ze bledy nieliniowosci charakte-
rystyk wyjsciowych ukiadu wedtug wynalazku sg kilkakrotnie mniejsze, a bigdy niesymetrii charakterystyk s3
kilkunastokrotnie mniejsze niz w uktadzie znanym.

Zastrzeienie patentowe

Uklad linearyzacji charakterystyk wyjsciowych tranzystora polowego, zawierajacy petle ujemnego
sprz¢zenia zwrotnego, laczaca dren tranzystora polowego z wejsciem ukiadu i zawierajqca co najmnicj dwa
rezystory, znamienny tym, 2¢ w petli sprz¢zenia zwrotnego, mi¢dzy drenem polowego tranzystora (4) a
rezystorami, jest wigczony operacyjny wzmacniacz (1), przy czym nicodwracajgce wejicie wzmacniacza (1)
jest polaczone z drenem polowego tranzystora (4), a wyjscic i odwracajgce wejécic wzmacniacza (1) sg
polaczone z rezystorem (2).

FIG 1

FIG 2

Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naktad 120 gz
Cena 100 zt
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